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атериалы на основе оксида цин ристаллических решеток ZnO и Si(1ка уже 
й мате-

риодов к
(~40 %) и

ловедческий и прикладной интерес, по-
скольку  ZnO является широкозонным полу-
проводником, имеющим значительную энер-
гию связи экситонов (60 мэВ), что может быть 
использовано для создания высокоэффектив-
ных устройств оптоэлектроники [1]. К преиму-
ществам оксида цинка также относят низкую 
стоимость, большие природные запасы мате-
риалов и высокую радиационную стойкость к 
облучению электронами [2]. Последнее воз-
можно делает его одним из перспективных ма-
териалов, пригодных для эксплуатации в усло-
виях повышенного радиационного фона, на-
пример, в условиях космического пространства. 
Как известно, доля тяжелых ионов в спектре 
галактического космического излучения со-
ставляет ~1 %, но именно они обладают наи-
большей повреждающей способностью за счет 
высокого уровня удельных ионизационных по-
терь энергии. 

Пленки оксида цинка, осажденные методом 
магнетронного распыления на постоянном токе 
на подложках n-кремния (100) и сапфира (001) 
при температуре 250 °С, облучали ионами Хе26+ 
(Е=167 МэВ) до флюенсов 1012 и 1013 ион/см2. 
Исходные, облученные и отожженные образцы 
были исследованы методами рентгеновского 
фазового анализа. 

Все пленки оксида цинка являются поли-
кристаллическими и имеют структуру вюртци-
та и текстурированные в направлении (002). 
При увеличении дозы облучения в случае пле-
нок на кремнии наблюдается существенное 
снижение интенсивности основного рефлекса 
(002). При этом появляются и повышают свою 
интенсивность дополнительные рефлексы от 
плоскостей (100), (110), (103), то есть теряется 
текстура пленки. Учитывая несоответствие пе-

нейного расширения, предполагается, что про-
исходит рекристаллизация – образование и ук-
рупнение зерен с преимущественными ориен-
тациями, при которых их кристаллографиче-
ская ось с параллельна плоскости подложки. 
Это уменьшает несоответствия периодов кри-
сталлических решеток ZnO и Si до ~15 % и ко-
эффициентов линейного расширения. Напро-
тив, в пленках, осажденных на сапфировых 
подложках, прослеживается меньшее снижение 
интенсивности рефлекса при тех же флюенсах. 
Это, по-видимому, объясняет сокращение тек-
стуры при облучении.  Несоответствие кри-
сталлических решеток ZnO и Al2O3 составляет 
лишь ~18 %. Также установлено, что облучение 
вызывает уменьшение среднего размера облас-
тей когерентного рассеяния для пленок на обо-
их типах подложек. 

Термический отжиг, при температуре 
600 °С в течении часа, не приводит к восста-
новлению исходных характеристик структуры в 
случае пленок на подложках кремния. Проис-
ходит лишь перераспределение ин енсивностей 
рефлексов, смещение их в сторону больших 
углов и уменьшение их полуширины. 
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